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Image recording release device for digital camera uses digital signals 
provided by freely selected image sensors of CMOS image sensor 
semiconductor element 
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Abstract of DE1 01 19498 

The invention relates to an image recording- 
triggering device (4) and to a method for 
triggering a recording of an image. According to 
the invention, the image recording-triggering 
device (4) has a number of sensor elements that 
provide digital signals according to the strength 
and/or wavelength of the electromagnetic waves 
striking the respective sensor element, whereby 
only digital signals originating from a pre-defined 
subset of the sensor elements are used for 
triggering the recording of an image. 
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@ Bildaufnahme-Ausldseeinrichtung, sowie Verfahren zum Auslosen einer Bildaufnahme 

® Die Erfindung betrifft eine Bildaufnahme-Ausldseein- 
richtung (4), sowie ein Verfahren zum Auslosen einer Bild- 
aufnahme. Gemafc der Erfindung weist die Bildaufnah- 
me-Ausloseeinrichtung (4) mehrere Sensorelemente auf, 
die in Abhangigkeit von der Starke und/oder der Wellen- 
lange der auf das jeweilige Sensorelement treffenden 
elektromagnetischen Wellen digitale Signale bereitstel- 
len, wobei zum Auslosen der Aufnahme eines Bildes nur 
digitale Signale verwendet werden, die von einer vordefi- 
nierten Teilmenge der Sensorelemente stammen. 
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Beschreibung 

[0001] Die Erfindung betrifft eine Bildaufnahme-Auslo- 
seeinrichrung gemaB Oberbegriff des Anspruchs 1, sowie 
ein Verfahren zum Auslosen einer Bildaufnahme gemaB 
Oberbegriff des Anspruchs 9. 

[0002] Bei herkommlichen digitalen Kameras wird das 
Bild eines aufzunehmenden Objekts von einem eine oder 
mehrere Linsen aufweisenden Objektiv z. B. auf die Ober- 
flache eines CCD-Halbleiterbauelements abgebildet (CCD 
= Charge Coupled Device bzw. ladungsgekoppeltes Bauele- 
ment). Dieses weist eine Vielzahl von Zellen rnit opto-elek- 
tronischen Sensoren auf, welche - abhangig von der Starke 
des auf sie treffenden Lichts - jeweils einen Strom besu'rnm- 
ter Starke liefern, der auf dem Halbleiterbauelement in ent- 
sprechende Digitalsignale umgewandelt wird. Die her- 
kommlichen CCD-Halbleiterbauelemente sind in der Form 
cincs aus MOS-Transistorcn aufgcbautcn Schicbcrcgistcrs 
ausgestaltet Die o, g. Digitalsignale werden somit entspre- 
chend einem auf dem Halbleiterbauelement verwendeten 
Takt nach und nach zum Ausgang des Halbleiterbauele- 
ments geschoben. Das auf die Oberflache des Halbleiterbau- 
elements abgebildete Bild kann somit nur als ganzes ausge- 
lesen werden. 

[0003] Der AuslesezeitpunkL kann hierbei z. B. inanuell 
bestimmt werden. Bei der Aufnahme von sich mit relativ 
hoher Geschwindigkeit bewegenden Objekten wird demge- 
genuber die Bildaufnahme (d. h. der Zeitpunkt, zu dem die 
Digitalsignale aus dem Halbleiterbauelement ausgelesen 
werden) automatisch ausgelost, beispielsweise dann, wenn 
das aufzunehrnende Objekt eine Lichtschranke durchquert 
AUerdings konnen relativ hohe und/oder relativ stark 
schwankende Objektgeschwindigkeiten dazu fuhren, dass 
ein Bild z. B. zu fruh oder zu spat ausgelost wird (das Ab- 
bild des aufzunehmenden Objekts befindet sich dann zum 
Auslosezeitpunkt z. B. uberhaupt nicht mehr, oder nicht 
mehr in der Mitte des Halbleiterbauelements). 
[0004] In der JP 4-157993 A ist ein CCD-Flachensensor 
mit in m Zeilen und n Spalten angeordneten Sensorelemen- 
ten beschrieben. Der CCD-Flachensensor kann auch als Li- 
diensensor betrieben werden. Hierzu ist ein Schalter vorge- 
sehen, der den Liniensensorbetrieb ein- und ausschaltet. Im 
Liniensensorbetrieb werden die von in einer vorbestimmten 
Zeile liegenden Sensorelementen stammenden Sensordaten 
in ein Schieberegister eingelesen, und dann sukzessiv aus- 
gegeben. Diese Daten werden zur Detektion eines Objekts 
verwendet. Wenn ein Objekt detektiert wird, wird auf Fla- 
chensensorbetrieb umgeschaltet, und die Aufnahme eines 
Bildes ausgelost. 

[0005] In der EP 519 105 Bl ist eine Photodiodenanord- 
nung mit einer Vielzahl von Kanalen beschrieben, von de- 
nen jeder eine Photodiode umfaBt. Jede Photodiode liefert in 
Reaktion von auf sie trefFendes Licht ein elektrisches, analo- 
ges Ausgangssignal, welches einer Analog/Digitalschaltung 
zugefuhrt wird, welche ein aus dem analogen Ausgangssi- 
gnal abgeleitetes Digitalsignal erzeugt. 
[0006] Die Erfindung hat zur Aufgabe, demgegenuber 
eine andersartige Bildaufnahme-Ausldseeinrichtung, sowie 
ein andersartiges Verfahren zum Auslosen einer Bildauf- 
nahme zur Verfiigung zu stellen. Sie erreicht dieses und wei- 
tere Ziele durch die Gegenstande der Anspriiche 1 und 9. 
[0007] Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind in 
den Unteranspruchen angegeben. 

[0008] Die Erfindung wird nun anhand eines Ausfiih- 
rungsbcispicls sowie der beigefugten bcispiclhaftcn Zcich- 
nung naher erlautert. In der Zeichnung zeigt: 
[0009] Fig. 1 eine schematische Darstellung eines aufzu- 
nehmenden Objekts, einer erfindungsgemaBen Kamera, und 



einer Datenverarbeitungseinrichtung; 
[0010] Fig. 2 eine schematische Detaildarstellung der in 
Fig. 1 gezeigten optoelektronischen Bildaufnahme-ZBild- 
ausloseeinrichtung; 
5 [00111 Fig. 3 eine Draufsicht auf das in Fig. 1 und 2 ge- 
zeigteCMOS-Bildsensor-Halbleiterbaueiement; 
[0012] Fig. 4 eine schematische Darstellung der Oberfla- 
che des in den Fig. 1, 2 und 3 gezeigten CMOS-Bildsensor- 
Halbleiterbaueiements, sowie das Abbild eines darauf proji- 

10 zierten Objekts; 

[0013] Fig. 5 eine Detaildarstellung der in Fig. 1 gezeig- 
ten Datenverarbeitungseinrichtung. 
[0014] GemaB Fig. 1 weist eine erfindungsgemaBe digi- 
tale Kamera 1 eine Gehause 2 auf, in welches uber ein Ge- 

15 winde (nicht dargestellt) ein Objektiv 3 eingeschraubt ist. In 
das Gehause 2 ist auf herausnehmbare Weise eine opto-elek- 
tronische Bildaufhahme-ZBildausloseeinrichtung 4 einge- 
baut, die uber cine Vcrbindungslcitung 5 an cine Datenver- 
arbeitungseinrichtung 6 (hier: ein PC) mit einer Anzeigeein- 

20 richtung 7 (hier. ein Computerbildschirm) und einer Re- 
chen-/Speichereinrichtung 8 angeschlossen ist 
[0015] Fig. 2 zeigt eine schematische Detaildarstellung 
der opto-elektronischen Bildaufhahme-/Bildausl6seeinrich- 
tung 4. Diese weist eine erste Platine 9a, eine zweite Platine 

25 9b, und eine unite Platine 9c auf. Die erste und die zweiLe 
Platine 9a, 9b (bzw. die hierauf angeordneten elektronischen 
Bauelemente) sind uber eine erste Gruppe paralleler Verbin- 
dungsleiter 10a, und die zweite und dritte Platine 9b, 9c 
(bzw. die hierauf angeordneten elektronischen Bauele- 

30 mente) iiber eine zweite Gruppe paralleler Verbindungsleiter 
10b elektrisch verbunden. Die Verbindungsleiter 10a, 10b 
sind aus einem elastischen, und die Platinen 9a, 9b, 9c aus 
einem unelastischen Material gebildet 
[0016] Auf der ersten Ratine 9a ist ein CMOS-Bildsen- 

^5 sor-Halbieiterbauelement 11 angeordnet, dessen Aufbau 
und Funktionsweise weiter unten im Zusammenhang mit 
Fig. 3 und 4 im Detail erlautert wird. Die zweite Platine 9b 
weist eine Ausleseeinrichtung 12 (hier einen Mikrocontrol- 
ler), und die dritte Platine 9c eine Steuerungseinrichtung 13 

40 auf. Diese kann z. B. als Ein-Chip-Mikrocomputer, oder 
z. B. als Mikrocomputersystem ausgestaltet sein, bei wel- 
chem mehrere Baugruppen, u. a. ein Mikroprozessor, ein 
Schreib-ZLesespeicher und ein Festwertspeicher (hier ein 
programrnierbares ROM, ROM = Read Only Memory) iiber 

45 ein Bussystem zusammengeschaltet sind. Im Festwertspei- 
cher ist ein Steuerprogramm abgelegt, mit dessen Hilfe auf 
die unten im Detail erlauterten Weise die Bildaufnahme ge- 
steuert wird. 

[0017] Fig. 3 zeigt eine Draufsicht auf das in Fig. 1 und 2 
50 gezeigte CMOS-Bildsensor-Halbleiterbauelement U. Die- 
ses ist ahnlich wie ein CMOS-RAM (RAM = Random Ac- 
cess Memory bzw. Speicher mit wahlfreiem Zugriff) aufge- 
baut, und zwar rechteckmatrixartig aus in mehreren Zeilen 
und Reihen angeordneten Zellen. Beim hier gezeigten Aus- 
55 fuhrungsbeispiel besteht das Halbleiterbauelement 11 aus m 
x n, hier 1024 x 1024 einzelnen Zellen, auf die jeweils 
wahlfrei zugegrifFen werden kann. 

[0018] Jede einzelne Zelle weist ein optoelektronisches 
Halbleiter-Sensorelement (z. B. eine Photodiode), und eine 

60 analoge Speicherzelle auf. Jede der z. B.: 1024 Spalten hat 
einen A/D-Wandler. Das Halbleiterbauelement 11 bzw. die 
auf ihm integrierten Zellen sind in CMOS-lbchnologie aus- 
gefiihrt (CMOS = complementary metal-oxide semiconduc- 
tor bzw. komplementarer Metall-Oxid Halbleiter). Dadurch 

65 kann - bei relativ hoher Schaltgcschwindigkcit - cine groBc 
Packungsdichte erreicht werden. Das CMOS-Bildsensor- 
Halbleiterbauelement 11 kann somit relativ kleine Abmes- 
sungen aufweisen (vorteilhaft eine Lange und eine Breite 
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von jeweils weniger als 5 cm, insbesondere weniger als 
3 cm). 

[0019] GemaB Fig. 1 projiziert die Linse des Objektivs 3 
der Kamera 1 das Bild eines Objekts 14, das sich mil. einer 
relativ hohen Geschwindigkeit v (z. B. v groBer als 30 km/h, 5 
insbesondere groBer als 60 krn/h) an der Kamera 1 vorbei 
bewegt, auf die Oberflache des Halbleiterbauelements 11 
(vgL das in Fig. 4 gezeigt Objekt-Abbiid 14'). 
[0020] Die Halbleiter-Sensorelemente der einzelnen Zel- 
len des CMOS-Bildsensor-Halbleiterbauelements 11 liegen 10 
an der Bauelement-Oberflacbe, und liefern - abhangig von 
der Starke des auf sie treffenden Lichts - einen Strom, wel- 
cher verstarkt, und anschlieBend in dem der jeweiligen Zelle 
zugeordneten Speicherelement gespeichert wird. Der einer 
Spalte des Sensorelemenls zugeorclnetete A/D-Wandler lie- 15 
fert - abhangig von der Hone des ihm zugefuhrten Stroms - 
ein der Starke des auf das jeweilige Sensorelement eintref- 
fcndcn Lichts kcnnzcichncndcs 8- odcr 10-Bit-Signal. 
[0021] Der an den A/D-Wandler gelieferte Strom wird 
von diesem relativ haufig, d. h. mit einer relativ hoher Takt- 20 
frequenz (z. B. mehr als 100 kHz, oder mehr als 1 bzw. 
100 MHz) abgefragt, und die vom A/D-Wandler gelieferten 
Signale mit einer entsprechend hohen Taktfrequenz an den 
Ausgangen des Sensorelements angelegt 
[0022] Zur Aufnahme eines Bildes wird von der in Fig. 2 25 
gezeigten Ausleseeinrichtung 12 der Speicherinhalt von 
samtlichen (oder von mehreren, aneinander angrenzenden) 
Speicherzellen ausgelesen. Dies kann mit einer entspre- 
chend hohen Taktfrequenz erfolgen, wie Daten in den Spei- 
cherzellen abgespeichert werden, so dass von der Bildauf- 30 
nahme-/Bildausl6seeinrichtung 4 Bilddaten mit einer hohen 
Bildfrequenz zur Verfugung gestellt werden konnen. Die 
Bildaufnahme-/Bildausl6seeinrichtung 4 ist sorait beson- 
ders zur Aufnahme von sich relativ schnell bewegenden Ob- 
jekten 14 geeigneL Die aufgenornmenen Bilddaten werden 35 
dann an die Steuerungseinrichtung 13, und von dort zur Ab- 
speicherung und weiteren Verarbeitung an die Datenverar- 
beitungseinrichtung 6 weitergeleitet. 
[0023] Wie bereits erwahnt, kann die Ausleseeinrichtung 
12 durch Liefern eines entsprechenden Adress-Signals an 40 
das CMOS-Bildsensor-Halbleiterbauelement 11 - entspre- 
chend wie bei CMOS-RAMs - wahlfrei auf einzelne Zellen 
des Halbleiterbauelements 11 zugreifen t den Inhalt der der 
jeweiligen Zelle zugeordneten Speicherzelle auslesen, und 
an die Steuerungseinrichtung 13 ausgeben. Dadurch ist es 45 
z. B. moglich, gemaB Fig. 4 statt eines Gesamtbildes Kg 
(das auf die gesamte aktive Oberflache des Halbleiterbau- 
elements 11 projizierte Bild) lediglich ein Teilbild Kt (das 
auf einen vordefinierten Teilbereich der aktiven Oberflache 
des Halbleiterbauelements 11 projizierte Bild) aufzuneh- 50 
men. 

[0024] Die Auswahl, auf welche Zellen jeweils zu wel- 
chem Zeitpunkt zugegriffen werden soli, wird von dem auf 
dem Festwertspeicher der Steuereinrichtung 13 gespeicher- 
ten Steuerprogramm getroffen, und der Ausleseeinrichtung 55 
12 in Form entsprechender Auslese-Anforderungssignale 
mitgeteilt 

[0025] Zum Triggem der Bildaufnahmen wird statt einem 
externen Triggerelement (z. B. einer Lichtschranke) die 
opto-elektronische Bildaufhahme-/Bildausl6seeinrichtung 4 60 
selbst verwendet. Unter dem Begriff "Triggem" wird hier 
der Vorgang verstanden, mit welchem bestimmt wird, zu 
welchera Zeitpunkt das o. g. Gesamtbild Kg (oder das o. g. 
Teilbild Kt) aufgenommen werden soil. 
[0026] Hicrzu wird von der Ausleseeinrichtung 12 zu vom 65 
Steuerprogramm bestirnmten Zeitpunkten der Inhalt von an- 
einandergrenzenden Zellen des CMOS-Bildsensor-Halblei- 
terbauelements 11 ausgelesen, die in einem Triggerbereich 
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T Hegen. Dieser ist, wie in Fig. 4 gezeigt ist, kleiner als das 
aufzunehmende Gesamtbild Kg (oder das aufzunehmende 
Teilbild Kt). Der Triggerbereich T kann z. B. rechteckfor- 
mig sein, und eine Anzahl von dxe Zellen umfassen (wobei 
die Zahlen d bzw. e z. B. jeweils kleiner als 500, insbeson- 
dere jeweils kleiner als 100 sind). Besonders vorteilhaft. ist 
die Zahl e = 1, so dass von der Ausleseeinrichtung 12 nur 
Zellen ausgelesen werden, die in ein- und derselben Zeile 
liegen. 

[0027] Die von der Ausleseeinrichtung 12 an die Steue- 
rungseinrichtung 13 gelieferten Triggerdaten werden dort 
mit Hilfe herkommlicher Mustererkennungsverfahren ana- 
lysiert Dadurch kann z. B. ermittelt werden, wann das Ab- 
bild 14' des Objekts 14 den Triggerbereich T iiberquert. Es 
wird dann von der Steuerungseinrichtung 13 ein Triggersi- 
gnal an die Ausleseeinrichtung 12 geliefert, welche in Reak- 
tion auf das Triggersignal eine Aufnahme des o. g. Gesamt- 
bilds Kg (odcr des o. g. Teilbilds Kt) vcranlasst (d. h. den In- 
halt samtlicher im Bereich des Gesamtbilds Kg bzw. des 
Teilbilds Kt liegender 8-Bit-Speicherzellen ausliest). 
[0028] Wie in Fig. 4 gezeigt ist, ist der Triggerbereich T in 
Langsrichtung des Halbleiterbauelements 11 um eine Zel- 
lenanzahl Al entgegen der Bewegungsrichtung des Abbilds 
14* des Objekts 14 von der Mittelachse O des Gesamtbilds 
Kg (bzw. des Teilbilds Kt) verselzL Dadurch ist sicherge- 
stellt, dass sich das Abbild 14' des Objekts 14 zum Aufnah- 
mezeitpunkt relativ genau in der Mitte des Gesamtbilds Kg 
(bzw. des Teilbilds Kt) befindet 

[0029] In Fig. 5 ist eine Detaildarstellung der in Fig. 1 ge- 
zeigten Datenverarbeitungseinrichtung 6 gezeigt Diese 
weist eine Eingabeeinrichtung 15, z. B. eine Maus und/oder 
eine Tastatur auf. Auf der Rechen-/Speicheremrichtung 8 ist 
ein Programm gespeichert, das eine Anzeige des jeweiligen 
am CMOS-Bildsensor-Halbleiterbauelement 11 verwende- 
ten Trigger- und Bild- (bzw. Teilbild-) Bereichs T, Kg' bzw. 
Kt* veranlasst. Des weiteren werden an der Anzeigeeinrich- 
tung 7 die jeweils von der Kamera 1 aufgenommen Bilder 
angezeigt. 

[0030] Durch entsprechende Eingaben an der Eingabeein- 
richtung 15 konnen der Triggerbereich T' und der Bild- bzw. 
Teilbildbereich Kg' bzw. Kt' eingestellt bzw. verandert wer- 
den. Die Datenverarbeitungseinrichtung 6 sendet dann iiber 
die Verbindungsleitung 5 entsprechende Signale an die Bild- 
aufnahme-/Bildausl6seeinrichtung 4. Das im Festwertspei- 
cher der Steuerungseinrichtung 13 abgespeicherte Steuer- 
programm wird dann so verandert dass bei der nachsten 
Bilddatenabfrage durch die Ausleseeinrichtung 12 der gean- 
derte Triggerbereich T bzw. der geanderte Bild- bzw. Teil- 
bildbereich Kg' bzw. Kt* verwendet ist Die Bildaufnahme- 
/Bildausloseeinrichtung 4 kann somit auf interaktive Weise 
am jeweiligen Einsatzort eingestellt bzw. optimiert werden. 

Bezugszeichenliste 

1 Kamera 

2 Gehause 

3 Objektiv 

4 Bildaufnahme-ZBildausloseeinrichtung 

5 Verbindungsleitung 

6 Datenverarbeitungseinrichtung 

7 Anzeigeeinrichtung 

8 Rechen-/Speichereinrichtung 
9aPlatine 

9b Platine 
9c Platine 

10a Verbindungsleiter 
10b Verbindungsleiter 
U CMOS-Bildsensor-Halbleiterbauelement 
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12 Ausleseeinrichtung 

13 Steuerungscinrichtung 

14 Objekt 

14' Objekt- Abbild 

15 Eingabeeinrichtung 5 

Patentanspruche 

1. Bildaufnahme-Ausloseeinrichtung (4) mit einem 
CMOS-Bildsensor-Halbleiterbauelement (11) mit 10 
mehreren Sensorelementen, die in Abhangigkeit von 
der Starke und/oder der Wellenlange von auf das jewei- 
lige Sensorelement trefFenden elektromagnetischen 
Wellen digitale Signale bereitstellen, dadurch ge- 
kennzeicbnet, dass zum Auslosen der Aufnahme eines 15 
Bildes nur digitale Signale verwendet werden, die von 
einer frei gewSLhlten Teilmenge von in derselben Zeile 
licgcndcn Scnsorclcmcntcn starnmcn. 

2. Bildaufhahme-Ausloseeinrichtung (4) nach An- 
spruch 1, die so eingerichtet ist, dass zur eigentlichen 20 
Bildaufhahme digitale Signale verwendet werden, die 
von samtlichen Sensorelementen, oder von einer weite- 
ren, vordefinierten Teilmenge der Sensorelemente 
stammen. 

3. Bildaufnahme-Ausloseeinrichtung (4) nach einem 25 
der vorhergehenden Anspruche, bei welchem die Sen- 
sorelemente jeweils einen Analog-Digital wandler auf- 
weisen. 

4. Bildaufnahme-Ausloseeinrichtung (4) nach An- 
spruch 3, bei welchem jedes Sensorelement ein Mehr- 30 
fachbit-Digitalspeicherelement aufweist, in dem das 
vom Analog-Digitalwandler ausgegebene Digitalsi- 
gnal abgespeichert wird. 

5. Bildaufnahme-Ausloseeinrichtung (4) nach An- 
spruch 4, bei welchem die Mehrfachbit-Digitalspei- 35 
chereiemente in CMOS-Technologie ausgebildet sind. 

6. Bildaufnahme-Ausloseeinrichtung (4) nach einem 
der vorhergehenden Anspruche, bei welcher das Aus- 
losen eines Bildes von einer Steuereinrichtung (13) ge- 
steuert wird, die nahe, insbesondere weniger als 5 cm 40 
entfernt vom Halbleiterbauelement (11) angeordnet ist. 

7. Bildaufnahme-Ausloseeinrichtung (4) nach An- 
spruch 6, bei welcher die Steuereinrichtung (13) auf 
der gleichen Platine angeordnet ist, wie das Halbleiter- 
bauelement (11). 45 

8. Bildaufnahme-Ausloseeinrichtung (4) nach einem 
der vorhergehenden Anspruche, bei welcher zum Aus- 
lGsen der Aufnahme eines Bildes zusatzlich digitale Si- 
gnale verwendet werden, die von weiteren Sensorele- 
menten stammen, die in einer oder mehreren weiteren 50 
Zeilen liegen, wobei jeweils nur digitale Signale ver- 
wendet werden, die von Teilmengen von jeweils in der 
gleichen Zeile liegenden Sensorelementen stammen. 

9. Verfahren zum Auslosen einer Bildaufhahme, wo- 
bei eine Bildaumahme-Ausloseeinrichtung (4) mit ei- 55 
nem CMOS-Bildsensor-Halbleiterbauelement (U) mit 
mehreren Sensorelementen verwendet wird, die in Ab- 
hangigkeit von der Starke und/oder der Wellenlange 
der auf das jeweilige Sensorelement treffenden elektro- 
magnetischen Wellen digitale Signale bereitstellen, 60 
und wobei zum Auslosen der Aufhahme eines Bildes 
nur digitale Signale verwendet werden, die von einer 
frei gewahlten Teilmenge von in derselben Zeile lie- 
genden Sensorelementen stammen. 

65 
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